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Ptot = 400 mW
6.8 V<VZT nom<200 V
400 mW hermetically sealed glass silicon Zener
diodes offering the following advantages :
® Voltage range : 6,8V to 200V \_ J
® Double slug type construction
H
Diodes Zener au sificium encapsulées verre, de r ) !
400 mW offrant les avantages suivants : g:;;er :DO-35 (CB-102)
® Gamme de tension : 6,8V 4200V
® Construction double piston
\ J _J
(ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T - 25°C d=4m (Unless otherwise stated) N
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb = = amm (Sauf indications contraires)
DC power dissipation {see fig. 1) T, o
Dissipation de puij en régime p fvoir fig. 1) amb €60°C Ptot 400 mw
Continuous reverse current I See page 2 mA
Courant inverse continu M Voir page 2
Operating temperature -
Température de fonctionnement Toper — 85—+ 175 °c
Storage temperature -
Température de stocksge Tsig 85—+ 175 °c
Maximum junction temperature .
) imale de j . max T 175 °C
Maxi lead temp for soldering during 10 s at 4 mm from case ’ T 230 og
Gampémture i de dure des jons pendant 10 s & 4 mm du boitier] L
( .'l-t:nf:non-amkblent_therr.nal re.sastancke‘ max Rthij-a) 310 o(, ND
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. ELECTRICAL CHARACTERISTIC .
- Tamp = 25° =
= - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES amb ¢ d=4mm
Types Vzrizr* | rzvize® | 1zr frzk / 2k ] =VZ |la/va} VR | Izm
nom max max e max

v) w  Jma] @ majaoveo]| gar | v | ma
1N 9578 68 4.5 18,5 00 1 5 150 5, 55
1N 958 8B 75 55 16,5 700 05 6 76 57] 80
1N 959 B 8,2 6,5 15 700 05 6 50 621 465
1N 960B 9,1 7.6 14 700 05 6 25 691 4
1N 961 8B 10 8.5 125 700 025 7 10 76] 38
1N 962B 1" 95 116 700 026 7 5 843 32
1N 963B 12 15 10,6 700 0,25 7 5 9,11 3t
iN 9648B 13 13 95 700 026 7 5 99| 28
IN 9658 16 16 |es| 70 o] a 5 | 114 %
iN 966 B 16 17 78 700 0,25 8 5 12,21 24
1N 9678 18 21 7 750 025 8 6 13,71 20
iN 968 B 20 25 6,2 750 026 8 5 152} 18
1IN 969B 22 29 5,6 750 025 8 5 18,71 16
iN 9708 24 33 52 750 0,25 8 5 18,21 15
iN 971B 27 41 4,6 750 025 9 ] 206] 13
iN 9728 30 49 4,2 1000 026 9 & 2814 12
iN 973B 33 58 38 1000 025 9 6 2511 11
1N 9748 36 70 34 1000 025 9 5 2741 10
1N 9758 39 80 3,2 1000 025 9 5 29,7 9,5
1N 9768 43 a3 3 1500 025 9 5 32,7 8.8
1N 9778B 47 105 2,7 1500 0,25 9 5 358 7.8

N 1N 978B 51 125 25 1500 0,25 9 5 38,8 7.4

1N 9798 56 150 22 2000 0,25 9 5 42,6 6,8
1N 980B 62 185 2 2000 0,25 9 5 471 6,0
iN 98818 68 230 18 2000 0,26 9 5 61,7 556
1IN 882B 75 270 1.7 2000 025 9 5 66 5,0
1N 9838 82 330 15 3000 025 9 5 62,2 48
IN 984B 9N 400 1.4 3000 025 9 5 69,2 4.1
1N 9868 100 500 1.3 3000 0,25 9 5 76 3,7
1N 986B 10 750 11 4000 0,26 10 5 83,6 33
1N 9878 120 900 1 4500 025 10 1] 91,2 31
1N 9888B 130 1100 095]| 5000 0,26 10 5 98,8 2,7
1N 983B 150 1500 0,85{ 6000 0,25 10 5 114 24
1N 9908 160 1700 ,80] 6600 0,25 10 5 1216 2,2
iN 9918 180 2200 0681 7100 0,25 10 5 136,8 2,0
1IN 9928 200 2800 065| 8000 0,256 10 5 152 1.8

* Measure under thermal equilibrium and DC current test conditions
Mesure en courant continu & I'équilibre thermique

Forward voltage drop
Chute de tension directe

tVE<15V @ Ig =200mA, Tamp = 25°C -

Tolerance on nominal V2T value : £6 %
Tolérance sur la valeur nominale de Vzr: + § %

FIGURE1
M M power dissipation CASE DESCRIPTION
Dissip de pui: imal DESCRIPTION DU BOITIER
Ptot (mW)
. 12,7 min, 3,05 12,7 min, 21,53
400 4,50 2,00
d=4mm e — -
300 N 20,458
0,558 0,558
200 \\
DO-35 (CB-102)
100
0 N\
—65 0 60 100 150 Tamp(°C)
d d
Weight
r—’l ot 0,169 )
Marking : clear, ring at cathode end
Marquage en clair, anneau coté cathode
Infinite hieat sinks
4/9 Refroidisseurs infinis




-

S 6 S=THOMSON 59C 01.?':12':123? 4002417 & I

e e ' INAZ0A — 1N43T2A
. 59C 02417 D T-11-09. wrux - s

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES
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0 10 20 30 60 60 80 80 Vz (V)
Regulation current versus regulation voltage
Courant de régulation en fonction de la tensi de régulatic
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TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

IR FIGURE 4 I FIGURE &
(uA) 4
\ {mA)
2|
1Y
103 \ / /
2 W\ y, S,
102 1
1 ‘\ 102 / /
2
1 LTAY
10 1 \\ /
2
100 A
i \ \\ Tj 160 °C~ /
i 2 \\ P — 101 Tj176 °C T} 25 9C
1
| 10 1 \ /
. 2 / /
hd 5 N Tj 26 °C]
i |
k| i
‘ 100 2 F g0t 2 Bvzp(v 0 04 08 VEIV)
Reverse current IR at 0,76 VzT ws Forward current | versus forward volta-
regulation voltage Vz. g VF. .
Courant inverse Ig & 0,75 V2T en fonc- C9umnt direct I£ en fonction de la tension
tion de la tension de régulation V2T directe VE
avz FIGURE 6 avz FIGURE 7
wogf T T TR {%/C) ]
; +0,1}269C{ T {759C _| .~ 20c{ T {75°C
: ¥ A= +0,04
: { 71~
: +0,08 A =
| Wz~
+ 0,08 1z =6 mA_/ 7 +0,02
7
+0,04 J (F3 ={ mA 0
JN
! 1220 mA
+002 T 10 mA 4
N / - 0,02 65 mA 4
0 ' 1 mAJ
i
-0,02 AN _ /
7 ll 7 0,04 /
-0 > //
- - 0,06 A
- 0,06
we 2t S ? vzr (V) 0 2 4 VZT V)
avy
Temperature coefficlent ayz versus regulation volitage a

vy S ———
Coefficient de température ayz en fonction de la tension da régulstion vz A7)

Note figure 6 : Variation field corresponds to 80 % of the devices,
Le plage de valsurs données correspond & 90 % des diodes.
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TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES .

FIGURE 8 Yz FIGURE 9
2 | s () P~
(10-4/0C) oz = Arz 6 Tamb = 26°C ]
ZAT ) et 4 —
30 A~ L1721 mA
LT 2 \ > 1
P 2 4/ _4t=SmA
P 107, Z S
20 A 2
y : ¥ A10ma
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/ , /
10| / \ //
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pail| \_’/ p4
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10°
0 20 40 60 80 Vzt (V) 20 40 €0 80 Vzr (V)
Coefficient of temperature ayz of dyns- Differential resistance rz versus regulation
mic resistance rz as a fonction of regu- voltage VZT at several currents 12 .
lation voltage VzT. Rési ay que rz en fonctionde la
Coefficient de température 7 de la résis- tension de régulation V.zT 3 différents cou-
tance dy iq rz en fonction de la rants |z
tension de régulation VzT.
r FIGURE 10 rz FIGURE 11
Zz T T T T 1 Mgy 7
Q—Vvzr d=4mm ) N d=4mm
61—2,7.3, N Tamb = 259C | 6 N N Tamb = 269C ]
4 N 4 }
N NN L
2 A7 \\ 2 X \\‘ 120
N N
102 | sa NN 102 NN \\‘\1|7|5
8 \ \\\ g N Ps62
& L
. NINAY NEANEL N
6,282 N N
\\ \ \L \ 2 \\ \‘\\
2 \\ \\ N \\ \\ 0
101 N NI 10! N 0 —H
6 N : RS 1]
. ‘\\: \§ \‘ 4 \\\
\~\\~ N0
2 2 N
10° 10° ,
2 468 2 468 2 468 2 468 2 468 2 468
101 100 101 1z (mA) 101 100 10! 1z (mA)
Differential resistance 'z vs. current 1Z for several regulation voltages V2T
Résistance différentielle rzen fonction du courant | 7 pour différentes tensions de régulation V2T
FIGURES 8,10,11 : Test conditions : AC signal, amplitude iz=10% of Iz, f =1 kHz
Conditions de mesure : signal alternatif, amplitude iz=10%delz f=1kHz
7/9
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regulation voltage during a reverse
surge versus surge current IzZgm.

_IN4sTOA — INATIZA 59C 02420 0 7-/-09
1N8578 — 1IN992B .
Izsm
(A) | vzr22V )
e.zJ‘\l \\\ - iz
2 o \ d= 4mm
| NS - Tamb = 25°C FIGURE 12
101 20lv ‘\\ \\\
o——+ \\\ SN MAXIMUM RATINGS
, N \\2 N - VALEURS LIMITES
100 75V N e e O e
\\ ~ \\ \<\ e Maximum surge non repetitive
L] \\ \\\“\ reverse current 1zg\ versus the
120V - I~ \\ - P half sine pulse duration tp.
2 ~ ~ \\\
10-1 200V ’ —~ \\‘ - — Courant de surcharge inverse
. S~ S~ \\\ — maximal non répétitif 1zsm en
Mt o~ fonction de la durde de l'impul-
. r——t— [ sion sinusoltiale tp.
10-2
2 5 2 5 2 B 2 6 2 [
106 105 104 103 102 sl
' AVzsm
: v | I / FIGURE 13
14 2T L 3y TYPICAL VALUES
/ VALEURS TYPIQUES
V. /z
12 / / / 7 7
10 y A A / /| Tvoical
/ / 4 ypical increase AVzgpm, of the

8 / / v The maximum pulse duration gi-
o 0V ov /A 62V / 27 v / ven in fig. 12 corresponds to each
/ 7 Ve current §zgp value.
/ / Accroissement typique AVzsm
4 — P - P de la tenslon de regulation au
/ / / cours d’une surcharge inverse en
/ A fonction du courant de surcharge
2 _’Z/’/ " 1Zsm ,
N R A chaque valeur du courant | Zsm '
0 correspond la durée d'impulsion I
101 2 . [ 100 2 6 101 tzsm (A) maximale donnée fig. 12.

The increase of voltage AVZgp represents the difference between the maximum value reached by the regulation volta-

ge and its nominal value VZT during an inverse overload whose amplitude is | 7M. The increase AVzspm depends on

the level and on the tp duration of the current. The characteristics of figure 13 correspond to the diode operation limits,

they were obtained with current pulses whose duration is set by the curves of the figure 12, With shorter length pulses,

the increase in voitage would be fower particularly for diodes whose voltage is greater than 10 volts.

L accroissement de tension AV.zsp représente la différence entre la valeur maximale atteinte par la tension de régula-

tion et sa valeur nominale VzT, au cours d’une surcharge inverse d'amplitude I zsp. Cet accroissement AVZSp dépend
du niveau de courant et de la durée ty de ce Les caractéristiques de la figure 13 correspondent aux limites d'ut-
fisation des diodes : elles ont été obtenues avec des impulsions de courant dont la durde est fixée par les courbes de la
figure 12. Avec des impulsions de durée plus courte, l'augmentation de la tension sera plus faible, particuliérement pour

y les diodes dont la tension est supdrieure & 10 volts.
8/9
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TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

FIGURE 14
t
{us) T =259C
1z = Izm
0.8 %
/

N

AN
0,2 ~
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——/
20 40 80 VzriV)

Rise time t; and fall time tf of the regula-
tion voltage versus nominal Vzt.

Temps de montée t, et temps de descente
tr de la Jt le régulation en f f
de la tension nominale VzT.

FIGURE 16
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tyetta { 20 ns
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IN4370 A — IN4372A
IN746A — INTEO A
1INS57B —~ 1N992B
FIGURE 15
c
(pFﬁ f=1MHz
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2 i‘ ] v,
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10" N b IR
s e — 2V
6 ~ SIV
4 =30v T ]
2
10°

0 20 40 60 80 VzT (V)

Capacitance C versus regulation voltage VzT
for several reverse voltages VR.

Capacité C en fonction de la tension de
régulation Vzr pour différentes tensions
inverses Vp.

The reference circuit enables a step of amplitude
current [ Zp to be conducted for a few microse-
conds by means of a generator whose rise time is
:;ess than 20 ns. The generator voltage is defined
y
Vi =Vz + 1000 izn
The delay obtained is due to the Zener diode ca-
pacitor. By replacing R = 1 000 Ohms by a lower
value, lower values are obtained for times tr and
tf andgreatervalues for the transient state peak
currents.
Le circuit de référence fig. 15 permet de faire pas-
ser un échelon de courant d'amplitude | zp4 pen-
dant quelques microsecondes & I'aide d'un généra-
teur dont le temps de montée est inférieur 8 20 ns.
La tension du Jnirateur est définfe par :
Vi=Vz + 1000 izy
Le retard obtenu est di 3 la capacité de la diode
Zener . En remplagant la résistance B = 1000 §}
par une valeur plus faible on obtiendrait des valeurs
plus faibles pour les temps ty et tf, ot des valeurs
plus élevées pour les courants de créte en régime
transitoire.
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